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(57)摘要

本发明公开了基于FALSH存储器的计数算

法，涉及存储器的技术领域，旨在解决现有存储

设备对整扇区的擦除，导致了使用寿命减少的问

题。其技术方案要点是对n个扇区的预留字节从

低位至高位依次置0，当第1至i个扇区(A1+A2

+……+Ai)个字节均置全0，第i+1个扇区Ai+1个字

节中的第1个字节最低位置0，同时对第1至i个扇

区进行擦除处理，从第1个扇区中的第一个字节

最低位重新开始置0；当第1至i个扇区的A1、

A2、……、Ai个字节再次均置全0后，将第i+1个扇

区的Ai+1个字节中第1个字节置0位的高一位置0；

重复进行擦除和置位操作，直至n个扇区的字节

均置全0。本发明达到了延长存储器使用寿命的

效果。
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1.一种基于FALSH存储器的计数算法，其特征在于，包括以下步骤：

在存储器中选取n个扇区，在n个所述扇区中分别预留A1、A2、A3、……、An个字节，对n个扇

区进行擦除处理，令A1、A2、A3……An个字节置为全1；

对n个扇区的预留字节从低位至高位依次置0，当第1至i个扇区(A1+A2+……+Ai)个字节

均置全0，第i+1个扇区Ai+1个字节中的第1个字节最低位置0，同时对第1至i个扇区进行擦除

处理，令第1至i个扇区的A1、A2、……、Ai个字节置为全1，从第1个扇区中的第一个字节最低

位重新开始置0；

当第1至i个扇区的A1、A2、……、Ai个字节再次均置全0后，将第i+1个扇区的Ai+1个字节

中第1个字节置0位的高一位置0；

重复进行擦除和置位操作，直至n个扇区的字节均置全0。

2.根据权利要求1所述的基于FALSH存储器的计数算法，其特征在于：所述存储器的使

用寿命扩展为原使用寿命的 倍。

3.根据权利要求2所述的基于FALSH存储器的计数算法，其特征在于：所述擦除和置位

操作在存储器接收到脉冲信号后进行。

4.根据权利要求3所述的基于FALSH存储器的计数算法，其特征在于：当所述存储器接

收到脉冲信号，触发置位操作，或者同时触发擦除和置位操作。

5.根据权利要求4所述的基于FALSH存储器的计数算法，其特征在于：当所述存储器接

收到脉冲信号，若第1至i个扇区(A1+A2+……+Ai)个字节均置全0，则同时触发第1至i个扇区

的擦除处理和第i+1个扇区Ai+1个字节中的第1个字节最低位置0操作，其余情况接收到脉冲

信号仅触发置位操作。

6.根据权利要求5所述的基于FALSH存储器的计数算法，其特征在于：当n个扇区中A1、

A2、A3……An个字节均置全0时，对n个扇区进行擦除处理，自第1个扇区A1个字节中第1个字

节的最低位开始置0。
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基于FALSH存储器的计数算法

技术领域

[0001] 本发明涉及存储器的技术领域，尤其是涉及一种基于FALSH存储器的计数算法。

背景技术

[0002] 在嵌入式领域，FLASH存储芯片有非常广泛的应用，硬件设计和驱动程序简单，相

对于铁电(FRAM)存储器而言成本较低，可靠性好。因此在低成本的测控设备中有普遍应用，

但是FALSH存储芯片都有使用寿命的限制，一般为100万次。在嵌入式设备中，会涉及到频繁

数据的存储，比如电表或者雨量计脉冲计数和累加、投币机的脉冲计数和累加等，该计数总

量在应用中往往会远远大于100万次，并且对于存储数据的可靠性以及准确性有很高要求。

[0003] FLASH的编程原理都是只能将1写为0，而不能将0写为1。所以在FLASH编程之前，必

须将对应的扇区擦除，而擦除的过程就是把所有位都写为1的过程，将扇区内的所有字节变

为0xFF，然后对FALSH进行最基本的读、写和擦除操作。正是因为需要整扇区进行擦除，导致

了FLASH存储器使用寿命的减少，该问题有待解决。

发明内容

[0004] 本发明的目的是提供一种基于FALSH存储器的计数算法，其达到了延长存储器使

用寿命的效果。

[0005] 本发明的上述发明目的是通过以下技术方案得以实现的：

[0006] 一种基于FALSH存储器的计数算法，包括以下步骤：

[0007] 在存储器中选取n个扇区，在n个所述扇区中分别预留A1、A2、A3、……、An个字节，对

n个扇区进行擦除处理，令A1、A2、A3……An个字节置为全1；

[0008] 对n个扇区的预留字节从低位至高位依次置0，当第1至i个扇区(A1+A2+……+Ai)个

字节均置全0，第i+1个扇区Ai+1个字节中的第1个字节最低位置0，同时对第1至i个扇区进行

擦除处理，令第1至i个扇区的A1、A2、……、Ai个字节置为全1，从第1个扇区中的第一个字节

最低位重新开始置0；

[0009] 当第1至i个扇区的A1、A2、……、Ai个字节再次均置全0后，将第i+1个扇区的Ai+1个

字节中第1个字节置0位的高一位置0；

[0010] 重复进行擦除和置位操作，直至n个扇区的字节均置全0。

[0011] 本发明进一步设置为：所述存储器的使用寿命扩展为原使用寿命的

倍。

[0012] 本发明进一步设置为：所述擦除和置位操作在存储器接收到脉冲信号后进行。

[0013] 本发明进一步设置为：当所述存储器接收到脉冲信号，触发置位操作，或者同时触

发擦除和置位操作。

[0014] 本发明进一步设置为：当所述存储器接收到脉冲信号，若第1至i个扇区(A1+A2

+……+Ai)个字节均置全0，则同时触发第1至i个扇区的擦除处理和第i+1个扇区Ai+1个字节
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中的第1个字节最低位置0操作，其余情况接收到脉冲信号仅触发置位操作。

[0015] 本发明进一步设置为：当n个扇区中A1、A2、A3……An个字节均置全0时，对n个扇区

进行擦除处理，自第1个扇区A1个字节中第1个字节的最低位开始置0。

[0016] 综上所述，本发明的有益技术效果为：

[0017] 通过对扇区预留字节的有序管理，降低了存储器对扇区进行全面擦除的频次，大

大延长了存储器的使用寿命，实现了嵌入式产品生命周期内存储器擦写次数的全部覆盖。

附图说明

[0018] 图1是本发明实施例一的整体结构示意图。

具体实施方式

[0019] 参照图1，本发明公开了一种基于FALSH存储器的计数算法，包括以下步骤：

[0020] 在存储器中选取n个扇区，在n个扇区中分别预留A1、A2、A3、……、An个字节，对n个

扇区进行擦除处理，令A1、A2、A3……An个字节置为全1；

[0021] 对n个扇区的预留字节从低位至高位依次置0，当第1至i个扇区(A1+A2+……+Ai)个

字节均置全0，第i+1个扇区Ai+1个字节中的第1个字节最低位置0，同时对第1至i个扇区进行

擦除处理，令第1至i个扇区的A1、A2、……、Ai个字节置为全1，从第1个扇区中的第一个字节

最低位重新开始置0；

[0022] 当第1至i个扇区的A1、A2、……、Ai个字节再次均置全0后，将第i+1个扇区的Ai+1个

字节中第1个字节置0位的高一位置0；

[0023] 重复进行擦除和置位操作，直至n个扇区的字节均置全0。

[0024] 存储器的使用寿命扩展为原使用寿命的 倍。

[0025] 擦除和置位操作在存储器接收到脉冲信号后进行。

[0026] 当存储器接收到脉冲信号，触发置位操作，或者同时触发擦除和置位操作。

[0027] 当存储器接收到脉冲信号，若第1至i个扇区(A1+A2+……+Ai)个字节均置全0，则同

时触发第1至i个扇区的擦除处理和第i+1个扇区Ai+1个字节中的第1个字节最低位置0操作，

其余情况接收到脉冲信号仅触发置位操作。

[0028] 当n个扇区中A1、A2、A3……An个字节均置全0时，对n个扇区进行擦除处理，自第1个

扇区A1个字节中第1个字节的最低位开始置0。

[0029] 本实施例的具体实施方式为：

[0030] 1 .在第一扇区预留一个8bit的变量u8_First_Eight_Bit_Num，预先擦除第一扇

区，置位u8_First_Eight_Bit_Num＝0xFF；

[0031] 2.在第二扇区预留一个8bit的变量u8_Second_Eight_Bit_Num，预先擦除第二扇

区，置位u8_Second_Eight_Bit_Num＝0xFF；

[0032] 3.当嵌入式设备外围电路检测到脉冲后，开始计数：

[0033] 第一个脉冲到来，u8_First_Eight_Bit_Num＝1111  1110；

[0034] 第二个脉冲到来，u8_First_Eight_Bit_Num＝1111  1100；

[0035] 第三个脉冲到来，u8_First_Eight_Bit_Num＝1111  1000；
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[0036] 第四个脉冲到来，u8_First_Eight_Bit_Num＝1111  0000；

[0037] 第五个脉冲到来，u8_First_Eight_Bit_Num＝1110  0000；

[0038] 第六个脉冲到来，u8_First_Eight_Bit_Num＝1100  0000；

[0039] 第七个脉冲到来，u8_First_Eight_Bit_Num＝1000  0000；

[0040] 第八个脉冲到来，u8_First_Eight_Bit_Num＝0000  0000；

[0041] 4.当位于第一扇区的变量u8_First_Eight_Bit_Num＝00000000时，则触发第二扇

区的变量u8_Second_Eight_Bit_Num＝1111  1110，以此类推，当u8_Second_Eight_Bit_Num

＝0000  0000时，共计数8*8＝64个脉冲。

[0042] 以此总结：仅仅使用两个FALSH扇区，每个扇区仅占用1个字节空间的情况下，使得

FLASH使用寿命扩展到了8*8＝64倍，即计数总量扩展为64*100万＝6400万次。那么如果两

个扇区，每个扇区预留32bit的变量，则使用寿命扩展到了32*32＝1024倍，即FLASH计数总

量扩展为1024*100万＝102400万次。

[0043] 同理，根据不同FALSH型号和扇区多少，依据软件的依托，理论上可以实现嵌入式

产品生命周期内FALSH擦写次数的全部覆盖。

[0044] 本具体实施方式的实施例均为本发明的较佳实施例，并非依此限制本发明的保护

范围，故：凡依本发明的结构、形状、原理所做的等效变化，均应涵盖于本发明的保护范围之

内。

说　明　书 3/3 页

5

CN 113488098 A

5



图1
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